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(54)  칭 집  체 칩      시

(57)  약

집  체 칩  28 곱 치 과  측    재  포 다. 상  집  체 칩  또

몰드   톱  갖는 1 탄 체 층  포 다. 상  1 탄 체 층  몰드  상  재

에 다. 상  1 탄 체 층   상  재  그 1 탄 체 층 내  1 치

연 는 1 복  채  포 다. 상  집  체 칩  몰드   톱  갖는 2 탄 체 층

가  포 다. 상  2 탄 체 층  몰드  상  1 탄 체 층  톱  어도 에 결

다. 

  도 - 도3
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청

청  1 

1 상  집  체 칩(integrated fluidic chip)   , 

1 상  몰드 처(feature)가 에  1 재  공 는 단계; 

상  1 재 상에 1 탄 체 층  시키는 단계 , 상  1 탄 체 층  몰드   후 에

 는 것  단계;

상  1 탄 체 층  후  지지 재에 시키는 단계;

1 상  2 몰드 처가 에  리 재  공 는 단계;

리 재 상에 2 탄 체 층  시키는 단계 , 상  2 탄 체 층  몰드   후 에 

 는 것  단계;

상  리 재  심 는 지지 재   처지도   상  리 재  상  지지 재 에 시키

는 단계; 

상  2 탄 체 층  후 에 상  1 탄 체 층  몰드  결 시키는 단계

 포 는  .

청  2 

1 에 어 , 상  1 탄 체 층  후  시키는 단계는 상  1 탄 체 층  시키는 단

계  동시에 실시 는 것   .

청  3 

1 에 어 , 상  리 재는 50 곱 치 과   특징  는 것   .

청  4 

1 에 어 , 상  리 재는 8 mm  도우 상  60 nm  상도(waviness)  특징  는 것  

.

청  5 

1 에 어 , 상  리 재는 25 mm  도우 상  330 nm  상도  특징  는 것   .

청  6 

1 에 어 , 상  리 재는 1 mm 미만  께  특징  는 것   .

청  7 

1 에 어 , 상  리 재는 370 mm x 470 mm 상  치  특징  는 직사각  트  포

는 것   .

청  8 

1 에 어 , 상  지지 재는 리 재  포 는 것   .

청  9 

8 에 어 , 상  지지 재  열 창 계   상  리 재  열 창 계 는  300% 내에 는 것
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 .

청  10 

1 에 어 , 상  2 탄 체 층  후 에 상  1 탄 체 층  몰드  결 시키는 단계 

에, 상  1 탄 체 층  몰드 층과   상  1 재  거 는 단계  가  포 는 

 .

청  11 

1 에 어 , 상  심  처짐(sagging)  상  리 재   리들  연결 는 라

50 μm 과 1 cm 미만  변 (displacement)  특징  는 것   .

청  12 

1 에 어 , 상  1 상  집  체 칩  복  집  체 칩  포 는 것   .

청  13 

12 에 어 , 상  복  집  체 칩  6개 상  집  체 칩  포 는 것   .

청  14 

1 에 어 , 상  2 탄 체 층  후 에 상  1 탄 체 층  몰드  결 시키는 단계는

라 마 강  결  공 (plasma-enhanced bonding process)  포 는 것   .

청  15 

1 에 어 ,  상  1  탄 체 층  시키는 단계는 압  공  또는 드러우   공 (drawbar

coating process)  1 상  포 는 것   .

청  16 

15 에 어 , 상  1 탄 체 층  상  1 상  몰드 처   상  1 께  상  1 상

몰드 처가 없는 1 재   상  2 께  특징  고, 상  1 께  2 께 간  차 는 2

μm 미만  것   .

청  17 

15 에 어 , 상  1 탄 체 층  상  1 상  몰드 처   상  1 께  상  1 상

몰드 처가 없는 1 재   상  2 께  특징  고, 상  1 께  상  2 께 간  차

는 20% 미만  것   .

청  18 

1 에 어 , 상  1 탄 체 층  시키는 단계  2 탄 체 층  시키는 단계는 압

공  또는 드러우   공   1 상  포 는 것   .

청  19 

1 에 어 , 상  1 또는 2 탄 체 층  PDMS  포 는 것   .

청  20 

1 에 어 , 상  리 재  심 는 지지 재   결  양  처지게 는 것   .

청  21 

20 에 어 , 상  리 재  주변 는 진공에  고 고, 상  리 재  심 는 다  진공 

어 에  어 고, 상  결  양  처지게 는 것   .
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청  22 

1 에 어 , 상  리 재는 0.7 mm  께  가진 평  (FPD)  포 는 것   .

청  23 

삭

청  24 

삭

청  25 

삭

청  26 

삭

청  27 

삭

청  28 

삭

청  29 

삭

청  30 

삭

청  31 

삭

청  32 

삭

청  33 

삭

청  34 

삭

청  35 

삭

청  36 

삭

청  37 

삭
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청  38 

삭

청  39 

삭

청  40 

삭

청  41 

삭

청  42 

삭

청  43 

삭

청  44 

삭

 

   야

본   마 크  체  마 크  체   에  것 다. 단지, [0001]

본   실시양태는  다양  생     실시 는    집  체  칩(integrated

fluidic chip)    공 다. 본 원에  는   시  는 또  체  

는  사 는 체    에 가능 다.

 경  

마 크  체    는  다양  근  어 다.    포 는 마 크[0002]

계(MEMS) 체    는 규 계 크 마 크  계가공  다. 는 단  결  규

리 그래  시킨  후,  에칭시  3차원   시키는  트랙티   (subtractive

fabrication method) 다.    포 는 MEMS 체  또다   는  마 크  계

가공  다. 는 도체  질, 컨  폴리실리 , 질 규 , 산 규   다양   층  차

 가 고 3차원 체  는 어 티 (additive) 다.

실리 계 마 크  계가공  1 근  계는 그 에 사 는 도체 질  강 도가  동[0003]

 , 는 결과  크고 복  계  시킨다는 것 다. 실질 , 크    

마 크  계가공  상  특  공 에 사 는 질  강 도에  다. 또 , 상   

 다양  층들 사  착  신뢰  는 에 가 다. 상  1 근  또다  계는 다층 

    웨  결   다는 것 다. 상  2 근  계는 상  

 다양  층들 사  열  그  체 께   략 20 μm  다는 것 다. 상  

  나  , 끗  실내   주   질 어가  다.

본  담당 는 다층  트 리 그래  공   는 탄 체 체  포 는 집 ( ,[0004]

단 체 (monolithic)) 체 칩      시  개 다. 본 원에 든   그 

체  참  어 는 미  특허 6,793,753 에 어 는  같 , 체  지지 는 1 상

층뿐만 아니라 러  체   어 도   1 상  층  포 는 다층 탄 체  

  다.
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상  집  체 칩  과    개 체에도 고, 마 크 체  [0005]

 상    시 에   당업계에 재 다.

 내

 개[0006]

본  마 크  체  에   공 다. 단지 , 본  실시양태는 다양  생[0007]

    실시 는   집  체 칩    공 다. 본 원에  는 상

   시  는 또  체   는  사 는 체    동시키는 

가능 다.

본  실시양태에 라 , 1 상  집  체 칩    공 다. 상   1 상  몰드[0008]

처(feature)가 에 어 는 1 재  공 는 단계  그 1 재 상에 1 탄 체 층  

시키는 단계  포 다. 상  1 탄 체 층  몰드   후 에  다. 상   또  상

 1 탄 체 층  후  지지 재에 시키는 것  포 다. 상   1 상  2 몰드 처가

에 어 는 2 재  공 는 단계,  상  리 재 상에 2 탄 체 층  시키는 단계

  포 다. 상  2 탄 체 층  몰드   후 에  다. 욱 , 상   상  

리 재  상  지지 재에 시키는 단계  상  1 탄 체 층  몰드  상  2 탄 체

층  후 에 결 시키는 단계  포 다.

본  또다  실시양태에 라 , 1 상  집  체 칩    공 다. 상   28 곱[0009]

치 과  1  갖는 재  공 는 단계, 그 재 상에 복  몰드 처  시키는 단계, 

상  재  복  몰드 처  는 탄 체 질  포 는 층  시키는 단계  포 다. 상  

 또  28 곱 치 과  2  갖는 2 재  공 는 단계, 그 2 재 상에 복  2 몰

드 처  시키는 단계,  상  2 재  복  2 몰드 처  는 2 탄 체 질  포

는 2 층  시키는 단계  포 다.

본  특  실시양태에 라, 집  체 칩  공 다. 상  집  체 칩  28 곱 치 과  측[0010]

 (lateral surface area)에  는 재  몰드   톱  갖는 1 탄 체 층

포 다. 상  1 탄 체 층  몰드  상  재   다. 상  1 탄 체 층

통상  상  재  상  1 탄 체 층 내  1 치 지 연 는 복  1 채  포 다.

상  집  체 칩  또  몰드   톱  갖는 2 탄 체 층  포 다. 상  2 탄 체

층  몰드  상  1 탄 체 층  톱  어도 에 다.

본  또다  특  실시양태에 라 , 집  체 칩  공 다. 상  집  체 칩  재  그 [0011]

재에  탄 체 체  포 다. 상  탄 체 층  폭  1000 μm 미만  복   채  

그 복   채 과 체 통 는 복  챔  갖는 1 층  포 다. 상  복  챔   는

115 μl 과 다. 상  탄 체 층  또  폭  1000 μm 미만  복  어 채  갖는 2 층  포

다. 상  2 층  상  1 층과 평  평 에 치 어 다.

본 에  특  실시양태에 라, 체  어 가 공 다. 상  체  어 는 18 [0012]

곱 치 상  측  에  는 재  포 다. 상  체  어 는 또  1 

 열  1 트  체  포 다. 상  1 트  체  각각  상  재에 평

평 에 치 고 상  재  1 탄 체 층  결  거리  연 는 1 복  채   상  

재에 평  평 에 치 고 상  1 탄 체 층  2 탄 체 층  2 결  거리  연

는 2 복  채  포 다. 상  체  어 는 2  열  2 트  체 

 포 다. 상  2 트  체  각각  상  재에 평  평 에 치 고 상  재

1 탄 체 층  결  거리  연 는 2  1 복  채   상  재에 평  평 에 치 고

상  1 탄 체 층  2 탄 체 층  2 결  거리  연 는 2  2 복  채

포 다.

본  여 통상  에  많   얻게 다.  들어, 본 에  실시양태는 처리[0013]

 가 고  감  집  체 칩  는  공 다. 또 , 실시양태는 생  시

  들에   는 가능 (scalable) 칩 계  공 다. 본 원에  는  

  검  에  미치  재당   가, 능 상  공 는 보다 큰 ,
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또는   공 는 신규   단계  통 다. 그러나,  실시양태는 보다 큰 크  재  가

공  동가능 고 가능   공  공 다. 상  실시양태에 라 , 상    1 상  재

다. 상  또는 다   본   에 걸쳐 욱 게 에 어 다.

도  간단  

도 1a는 본  실시양태에  집  체 칩   간략  개 도 ;[0014]

도 1b는 본  실시양태에  동 치  집  동 칩   간략  개 도 고;

도 2a~2j는 본  실시양태에  IFC    간략  공   시 ;

도 3  본  실시양태에  IFC    시 는 간략  도 고;

도 4는 본  실시양태에  IFC  시  간략  개 도 ;

도 5는 본  실시양태에  층간 열  간략  개 도 고;

도 6  본  실시양태에  IFC  시  간략  개 도 ;

도 7  FPC  상에  IFC  어   본  실시양태에  6" 규  웨  상에  IFC 어

 시 는 사진 다.

 실시   체  내

도 1a는 본  실시양태에  집  체 칩   간략  개 도 다. 도 1a에  시 는  같[0015]

, 실질  평  재(110)(  들어,  재)는 단 체  어 는 2개  층(112) 

층(114)  지지 다. 상  1 층(112)  톱 (122)  갖는  채 (120)  포 다. F  도시 어 는

체 질  상   채  다  (도시 지 않 )에 가  압   도 1  평   

 연 는  상   채  (120)  통    다. 2 층(114)  상   채 에  각

(도 1에  도시  실시양태에 는 90°  각)   연 는 어 채 (130)  포 다.  공 어

상  2개  채  차 는 치에  상   채 (120)  상  어 채 (130)  리 다.

도 1b는 본  실시양태에  동 치에  집  체 칩   간략  개 도 다. 도 1b에[0016]

  는  같 ,  채  가압( , 에 는 체 또는 액체에 )  (140)  

 어  채 (120)  통과 는  죄게 다. 라 , 어 채 (130)  압  변 시킴

, 에 라 막(140)  움직여  채 (120)  개  또는 폐쇄   도   동가능   시

 공 다.

도 1a  1b가 재(110)  어 층(130) 사 에 치 는  채 (120)  시 지만, 본 에 실시양태[0017]

가 러  특    는 것  아니다. 다  실시양태에 , 상  어 채   채  아래에

치 다( , 업 (push up valve)). 욱 ,   어  단  층만  도 1a  1b에 시 어 지

만,  실시양태는 특  도에 게 가    어 층  다. 또 ,  개  

가 도 1a  1b에 도시 어 지만,  폐쇄  가 또  본 원에  재  실시양태에  공

다. 당업 는 많  변경 ,   안  지   다.

특  실시양태에 , 재(110)   리 층  여 상  탄  질 층에  탄 체 채[0018]

    검 (optical interrogation)  허 다.

본 는 집  체 칩(IFC) 생     상  집  체 칩 그 체가 고[0019]

량  는 것     다는 것  다. 라 , 본  실시양태는 큰  IFC

는     공 , 업   치  공 다. 재, IFC는  재  6" 직경

규  재 또는 웨  여 다. 상  규  웨  그 체는  IFC 생 에  가 아니거

나 지 않 나, 단지 시 는 도체 가공 치  상 가능  고  재  공 다. 상  6" 규  웨

 는 통상  공   앞   미  특허 6,793,753에 어 다.

도 2a~2j는 본  실시양태에  IFC    간략  공   도시 다. 도 2a는 상  재[0020]

 상  에  다  몰드 처(212)  갖는 재(210)  도시 다. 상  재는  FPD 

트, 컨  Gen 2 다. 상  재 상에 고 는 포 지 트 층   
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는 몰드 처는 10 마 크  도  처 크  가진다. 본    통  는  같 ,

상  몰드 처는 후  공  단계에  체 채  는 공간  공 다. 도 2b는 상  재  몰드 처

 는 탄 체 층(214)   나   공  통  시키는 것  도시 다. 상  도시  실

시양태에 , 상  탄 체 층(  들어, PDMS)  께는 상  몰드 처 도 , 라  상  몰드 처

 캡 고 도 (1b)에 도시   시키는  , 몰드 처  는 얇  층  공 는 층

다.

도 2c는 다  몰드 처(222)가 에 어 는 2 재(220)  시 다. 탄 체 층(224)(  들[0021]

어, PDMS)  상  재  몰드 처   어 다. , 도 2a  2b에 도시  재  

시키는  는  또  도 2c  2d에 가능 다.  실시양태에 , 상  2 탄 체 층

(224)  께는 상  몰드 처  께보다 껍다는 것  주지 어야 다.  들어, 상  2 탄 체

층   께가 4 mm 지만, 다  께는 본   내에 포 다.

도 2e는 역  치  도 2d  고 재(230)에 결  체  도시 다. 상  재(230)는 [0022]

FPD 트, 컨  Gen 2 다. 재(220)  도 2f에 도시   같  거 여 몰드 처(222)  

시키고, 어   거 여 채 (226)  공 다. 상  채 (226)    계에  체  또

는 어 채  사 게 다. 상  탄 체 체(224)는 후  가공 단계 에 재(230)에 결 여

재 , 는  에 계  강  공 다.

도 2g는 도 2f  체 에 치 는 역  치  도 2b  체  도시 다. 상    에 ,[0023]

상  재는 상  2개  탄 체 질 층에 어 는 채   가    도  

다. 당업 에게 게 는  같 , 상   본    통  욱  는

  어 층에  채 들 간에 람직  첩  공 다. 도 2h는 도 2g에   에 미 도시  2

개 체  결  도시 다. 라 마 강  결  공 (plasma-enhanced bonding process)   실시양태

에  여 상  탄 체 층 간   실링  공 다. 당업 는 많  변경 ,   체

지   다.

도 2i는 도 2h에  도시 , 결  탄 체 체  재(210)  거  도시 다. 재(210)  거[0024]

여 상  몰드 처(212)  시키 , 후  포 지 트 몰드 처  경우에 라 마 애싱(plasma

ashing)  여 또는 타  공  여 거  채 (240)  다. 라 , 도 2i에

도시   같 , 채 (240)  질  포 지 않는다. 몰  처  포 는 가  층  다  재 상에 

 후, 도 2i에 도시  체에 결 시킬  다. 도 2j에 도시 어 는  같 , 다  채 (252)

포 는 가  탄 체 층(250)  고, 결 시 ,  3개  탄 체 질 층  공 다.

상  층(250)  층(214)에 는 공 과 사  공  여   다. 가  층  다  실시양

태  공   , 도 2a~2i에 도시  시는 단지  공 , 본   는 도는

아니다. 앞    같 , 다  탄 체 층  다양  채  도시   본  실시양태

는 도가 아니고, 단지 채  재  나타내 , 는 상  탄 체 층  통  다양   

재   다. 욱 ,  층  채  또다  층  다  채  통 는 아(via)는   도

시 어 지 않다. 또 , 상  채 과 체 통 여 공 는  챔 는   도시 어 지

않다. 당업 는 많  변경 ,   체  식   다. 

도 3  본  실시양태에  IFC    시 는 간략  도 다. 도 3에 시 어 는 [0025]

같 , 상   1 몰드 처  갖는 1 재  공 는 단계(310)  포 다. , 상  1 

재는 FPD 고, 상  몰드 처는  포 지 트  여 다. 1 탄 체 층  상

1 재 상에 여(312), 상  몰드 처  캡 시키고, 상  1 재   시킨다.  꺼

운 층  , 클 징   공  여 상  탄 체 층  다. 1 탄 체 층  지지

재에 시킨다(314).  실시양태에 , 상  지지 재는 1 탄 체 층 에 에 사 는 클

징  몰드    다. 상  1 탄 체 층    다 싱(dicing) 공  실

시  지 많  후  가공 단계 에 지지 재  리 지 않는다. 라 , 상  1 탄 체 층

상  지지 재에 결 시키는 것  상  1 탄 체 층   후 공  도 3에 시 어 지만, 

는 공  (312)  (314)  동시에 실시    에 본  실시양태에  는 것  아니다.

상   또  2 몰드 처  갖는 2 재  공 는 단계(316)  상  2 재 상에 2 탄 체[0026]

층  시키는 단계(318)  포 다. 본   에 걸쳐 욱  는  같 , 상
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2 탄 체 층     공 보다는 나   공  여 다. 상  1  

2 재  고(320), 상  1  2 탄 체 층  께 결 여(322) 단 체 탄 체 체  

다.

도 3에 시  특  단계는 본  실시양태에  IFC  특    공 다. 다  단계  [0027]

안  실시양태에 라 또  실시   다.  들어, 본  안  실시양태는 다   상  개

락 어 는 단계  실시   다. 또 , 도 3에 시  개별 단계는 그 개별 단계에 게 다양  

실시   는 다   단계  포   다. 또 , 상  특  도에 라 가  단계  가 거나 

거   다. 당업 는 많  변경 ,   안  지   다.

도 4는 본 에  IFC  시  간략  개 도 다. 진공 척(420)  어 (430)  통 도  공[0028]

다. 진공 공 원(422)과 또  체 통 는 어 (430)는 상  진공 척에 어가능  진공  공 도

 다. 실시양태에 라, 상  진공 척  치에 라 상  진공 ,  들어 심 보다 말단 에

 보다  진공  공 도  다. 동/  단(410)  도 4에 시  실시양태에  어

통 도  공 지만, 는 본  실시양태가 는 것  아니다. 상  동/  단   실시양태에

4개  도, 3개  동    공 다. 다  실시양태에 , 상  단에  울 가 공 어 5

개 또는 6개  도가 가능 다.

1 재가 상  진공 척(420)에  역  치  매달리고, 상  2 재가 상  동/  단(410)에[0029]

지지 다. 진공 처킹(Vacuum chucking)(도시 지 않 )   실시양태에  상  동/  단(410)에 공

 다. , 도 5는 도 4에 시   같  시 에 치 는 2개  재  도시 다. 치에 라 변

경가능  진공 , 본   에 걸쳐 욱 게 는  같  상  진공 척(420)에 

 지지 는 재  심에  처지게   다.

 시 (440)  공 고, 어 (430)  통 는 것  시 어 다. 상  동/  단(410)과 사[0030]

게, 상   시 (440)  상  어 에  어  는 없다는 것  주지 어야 는 , 는 상

재 가 독립  또다  어 (도시 지 않 ) 또는 시  에  어    다.

상   시 (440)  여 상  재 상에  탄 체 층  결  에 도 2g에 도시   같

 상  재  다. 라 , 상   시  1 상  카 라, 니 ,  재 등  포   

다. 당업 는 많  변경 ,   안  지   다. 본  실시양태에 라 공 는 특  시

 도 4에 시  재뿐만 아니라 도 5에 도시   같  탄 체 질  에 어 는 2개

 포 다.  FPD 트  톱  그 체 량 에 처지게 거나, 결  양  진공

 여 처지게  결  후에 단 체 탄 체 체  포가 재 는 것  감 시키거나 없앨

 다.

도 5는 본  실시양태에  층간   간략  개 도 다. 도 5에 도시 어 는  같 , 1[0031]

탄 체 층(114)  꺼운 리 재(512) 상에 지지 어 다. 시  , 1 탄 체 층(본 원

에  어 층  언 , 도 2b에  층(214)  도시 )  어 채 (130)  포 다. 상  시  도시

는 본   는 도가 아니나, 단지   시    공 다. 상  층  

 후,  실시양태에 는 가 시킨다. , 상  양각  처(몰드 처라 컬 )는 상  규  웨

 상에 는 포 지 트 또는 다   질  여 채   곳에 포 지 트  양

각   남  다. 상  1 탄 체 층  상  양각  처  보다 큰  상  양각

 처 상에 침착시킨다.  는 후  단계 후에, 상  포 지 트는  상  체

 매에  시  거 , 그 포 지 트  거 여  공극  상   층  통

통과 는  채  다.

특  실시양태에 , 상   재(512)는 FPD 트, 컨  치  370 mm x 470 mm  Gen 2 트 다.[0032]

다  실시양태에 , 다  생 FPD 트  포 는 다  리 트가 다. 당업 에게 게

는  같 , 상  1 탄 체 층   고, 어  경  후 결 다. 상  1 탄

체 층  슬랩 또는 층  체  상에 지지 고, 단지 주  리에 만 지지 지 않는다. 도 5에 도시

  같 , 상  층  IFC가 다 싱에  지 체  공  에 걸쳐 상  층에 클 징  몰

드  천  시키는 리 트(  들어, FPD , 3/8" 께  리 시트, 고체 라 틱 시트, 

리 또는 라 틱 시트에 도포 는 생  등)  여 재 다.

2 탄 체 층(    채  포 는 층  도시 )  결과  진공 척(522)과 진[0033]

등록특허 10-1606603

- 9 -



공 여 지지 는 얇  리 재(520)(  들어, FPD 트)에  역  치  지지 다. 상  2

탄 체 층( 시   상   층  본 원에  언 )  상   채 ,  그  채  

상  어 채  사  막(140)  포 는 도 1  층(112) 다. 도 5에 , 상  어 채  상  도  평

 연 는 것  도시 어 지만, 러  특  도시는 단지 상  탄 체 층  상  어 채

직  치  나타내는  시    것 , 상  어 채  특  도에 게 다  

연   다는 것  게 다. 상  FPD 리  진공에  매달 , 상  리 재(520) 

상  2 탄 체 층(112)   심 가 결  양에  처지게 다.

 실시양태에 , 상  재(520)는 진공에  그 주 에  고 , 심 가 그 체 량  처지고, 그[0034]

처짐  양  또다  진공 어 에  어 다. 상  는 1  2 탄 체 층  후  공  단계

에  께 는 경우, 상  도시  처짐  1 탄 체 층  심 에  시 고 2 탄 체 층

리   실질  원   진 는 결  트(bonding front)  공 다. 라 , 2개

평  는 경우에  는 포는 상  층  리   측  ,  

  공  포  ( , 포  포집)  지 다.

 께가 0.7 mm  FPD 리  내재 는 가  본 원에  는 에  탄 체[0035]

층에 결  처짐  공 다. 다  실시양태에 , FPD 트(520)  심   주변 에 가 는 진공압

 양  여 결  처짐  공 다.

 탄 체 질(  PDMS)  2개  각 또는 층   같     결[0036]

시킨다. 본 는 본 원에  는 에  공 는    다층 칩  가능

게 는 개   나  것  다. 도 5  참 , 1 탄 체 층(114)  지지 는 재(51

2)는 쳐(510)에 치 다. 상  쳐에, 4개 상  (x, y, z, θ)에  미 치  가능 게 는 

어가 공 다. 다  실시양태에 , 가  도(  들어, 경사)가 상  쳐에 공 다. 보다 

또는 가  도가 안 실시양태에  공 다.

본  실시양태는 2개  층에 다양  채  상   공 다. 도 5에 도시 는  같 , 동[0037]

(또는 사 )CTE  갖는 리 트  사 여 탄 체 층  지지 는 것  열가공  창 차

 생 는  감 시킨다. 또 , 상  2 탄 체 층과 여, 상  FPD 리 (520)  그

체  량 에 어   실시양태에   처짐  생  에, 상  처짐  탄 체 층  늘

어남  감 시   허 차  상시킨다.

도 1  규 , PDMS  리 질에  CTE  시 다. 재  층간 열에  1℃ 도 변  과  또[0038]

  1에 나타내었다.  실시양태는  에 상  재  IFC 질(  들어, PDMS)  거 지 않

 에, 가공 에 IFC 질  틀림  생 지 않는다. 가 , 상  IFC는  리 재 상에

 에, CTE에  어  도 , 라  가공  도 어 상  약  감 시킨다.

 1

 공[0039] 질 열 창 계 (CTE) 재 상  1℃ 과 1℃  차

6" 웨 규  웨
2.6 x 10

-6
 ℃

-1 0.4 μm 40.3 μm

PDMS
270 x 10

-6
 ℃

-1 41 μm

Gen 2 FPD 
트 (370 mm x
470 mm)

ECM 리
4.6 x 10

-6
 ℃

-1 2.2 μm 0.7 μm

LCD 리
4.5 x 10

-6
 ℃

-1 2.1 μm

포 마 크 리
3.25 x 10

-6
 ℃

-1 1.5 μm

통상   에  IFC   에 FPD 트  사 여 다   공 다는 것  주지 게[0040]

다.  들어, 규  웨 에  FPD 트  큰 크 는  운    크  IFC  

가     어, 처리량  가시키고 생산  감 시킨다. 또 , FPD 트  직사각  

는 상  IFC   직사각  에 욱 근 게 상 , 라 , 원  규  웨 에 

상  재  미사   감 시킨다. 라 , 가  처리량 가   감 가 공 다.

상  1 탄 체  2 탄 체 층  께 결 시키  , 상  층들   고, 상[0041]
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층들  심 가 우  도  결 시    같  포  포집 가능  감 시킨다.  리미

께(  들어, 4 mm 께)   는 상  1 탄 체 층  지지체는, 결  후 상  층들 간  미

시킬  는 층  늘어남  감 시키거나 거 다. 러  미  상  2개  층에  다양  채

상  치에   미칠  다.

도 7  본  실시양태에 라 FPD  상에  IFC  어   6" 규  웨  상에  IFC[0042]

어  시 는 사진 다. 도 7에 도시   같 , IFC  는 보다 큰 재  사  가 다. 또 ,

직사각  FPD  태 는 재  에    공간   가시키 , 라  

에 는 PDMS 질  양  감 시킨다. 당업 는 많  변경 ,   안  지   다.

상   공  가능 게  ,  실시양태에 는 상  FPD 트 상  결  치에 [0043]

 니어(vernier)  공 다.  들어,   상  트  1 상  주변 에 공 어 

트 간    보   다.    타   마크  미지 고,  또는

컴퓨  어 에 상  FPD 트  나 또는   동시  다. 미   공  ,

니어가 또  상  트  주변  또는 심  결  치에 공 다. 실시 에 , 니어 또는 

타  미   마크가 상  재  주변 에 공 다.  2는  에  달   허 차  

시 다.  2에 시   같 , 도  진동 어   없 , ± 30 μm   도가 달 다. 본

는 상   시  가  보  상   도   상시킬 것 라 생각 다.

 2

[0044]  평균 편차 (μm) 평균 편차 (μm)  편차

(μm)

측

# X Y X Y

1 41 21 41 20.6 60 10

2 35.5 24.5 -33.1 7.1 70 9

3 17.4 12.6 13.9 -1.0 70 11

4 23.7 6.8 22.2 5.1 40 11

탄 체 층  지지,   결     시  공 는 것 에, 본  실시양태는 FPD[0045]

트   큰  리 재 상에 탄 체(  들어, PDMS)  시키는   시  

공 다. 본  실시양태에  공 는    상  탄 체 층에    

다. 러    들  나에 , 액체 PDMS  웨  심  들(puddle)에 침착시킨 후, 상

 웨   처리 다. 원심  PDMS  상  웨  상에 고 게 뜨리게 , 생  층  께는 

 도,  시간   침착  다. 과량  PDMS는 상  웨  리  쳐 , 

 폐 다. 상    Gen 2 크  FPD  가능   지만, 게 큰 에 사

는 PDMS  양  많  액체 PDMS가 상  웨  리  어  후에 폐    에 많게 

다. 또 , FPD  직사각  에, FPD 트 상에    층  질  원  재

상에  사 층만큼 지 않   다.

본  실시양태에 , 압  다   공    공  신에 다. 또다  실시양태에 , 드러[0046]

우   공 (drawbar coating process)    공  신에 다. 상  개  들  나가

PDMS 또는 다  탄 체  층  FPD  상에 거나 아니  침착시키는  다. 압  다  

에 , 상  FPD 과 동  폭  갖는 슬  다 가 상   톱  미리  거리(  들

어, 50 μm)  상  FPD   통과 다. FPD  상에  몰드 처는 상  슬  다  압

는 탄 체 질에 캡 다. 상  슬  다 는 상    동 는 경우, 상  탄 체(  들

어, PDMS)는 미리 진 도  상  슬  다  통  , 는  게 측 어, 상

  그  상에 앞   몰드 처   상에 균  PDMS  생 다. 실시양태에 , 상

PDMS는 실  평탄  상에  체 평탄  후, 킹 어 경 다. 본  실시양태에 라 , 약 5 μm

∼ 약 500 μm,  들어 10 μm ∼ 약 150 μm  께  특징  는 탄 체(  들어, PDMS)

층  다.

안 실시양태에 , 다양  태(  들어, 직 , 마, 어(Meyer) 등)  나  갖는 드러우  [0047]

여, 압  다  여  것과 사 게 균  탄 체  다. 드러우   공 에 ,

PDMS 또는 다  탄 체 질  상   헤드   아닌 그  헤드  앞   상에 공 다. 압
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다   드러우      FPD  공 에  에, 재 가능  치  본 원에

는  같  PDMS 층 에 사   변경   다.

상  는  같 ,  공  에 PDMS 층  지지   규  재보다 FPD 트  는 것[0048]

재당  보다  많   IFC  공 다.   도에 ,  상  IFC  치 는  2  cm  x  5  cm  도 다.  다

도에 , 상  IFC 치 는,  들어 43 cm x 43 cm, 8 cm x 12 cm, 9 cm x 13 cm, 37 cm x 47 cm 등  도

 보다 크다.  IFC 치 는 상  재  크  사 에 다. 8 cm x 12 cm 도(  들어, 87 mm x 127

mm)  치  갖는 IFC  특  는  마 크 티  트(micro-titer plate)  크 에 상 , 는

IFC가  마 크 티  트 시 에  드  체(drop-in replacement)가 가능 게 다. 그러나, 본

 실시양태는 재당 보다 많    공 는 것  지 않는다. 특  실시양태에 ,

개별 IFC  크 는 FPD 트  크 에  단지 지 않 , 는  재  규  웨  사

여 가능  치  갖는 IFC   가능 게 다.

  에, 본  니  캐리어  IFC   가능 게 는 랫폼  공 다. 상  큰[0049]

IFC 크 는 라우 (routing) 층  IFC  통 시  상  IFC   공 는 어큐  거

고, 욱 복  칩 어  가능 게 는  공 다. 니  캐리어는 니  캐리어  사 게 

 는 계 (  들어, 1 상  라우  층)에 다양 고 상  다  크  공 다.

 실시양태에 , 다    는 층  께  에 라 다.  들어, 얇  [0050]

(  들어, 께 10∼50 μm)  나    여 고, 보다 꺼운 (  들어, 4 mm 

께  층)     또는 클 징 몰   여 다. 나    는 특

실시양태에 , 상  재 상에 상  치  다  통과시  다  통과 에 탄 체 질  층  다.

본  실시양태  여,   에  압  또는 드 운  균 도  상시킨다. 본 [0051]

는      여 얻   없는  공 다는 것  는  균 도

연  실시 여 다. 도 6  본  실시양태에  PDMS  공  후 재  도시 다. 상  재(61

0)는 그 에 몰드 처(612)가 다. PDMS(614)  층  상  재  상  몰드 처 상에 어, 상

몰드 처들 사  공간  시킨다. 도 6에 도시   같 ,  IFC  어   

는 몰드 처가 재 여 PDMS  공  에 PDMS 께 변 가 도 다.  역  도 6에 도시 어 다:

어  처  랭킷  역(620), 상  어  처 내  랭킷  역(622), 몰드 처  어

상   역(624),  상  처(612) 상에  마 크 (626).

 3  압  공 뿐만  아니라    공 에  도  6에  도시  다양  역에   집  타[0052]

나타낸다. 도 6에  시  연 에 , Gen 2 FPD 트는 재(610)  사 다. 상  몰드 처

포 지 트  여 ,  는   15  μm  특징  다.  뉴 주 뷰 재  Veeco

Instruments, Inc.가 시 는  러  여   측  실시 고, 미경 에 단

검안 여 압   측  실시 다.

 3

[0053] 랭킷 차  (μm)  변  (μm) 마 크   (μm)

 6.75 0.7 0.6

압  0.72 1.4 0.4

 3  타는 Gen 2 FPD 트 상    공 에  상  어  내  랭킷 역  께에  상[0054]

어  랭킷 역  랭킷 역  께   것  랭킷 차 가 압   공  여 룬 차

보다 게 았다는 것  나타낸다. 본  실시양태   없 , 본 는   에 

 나    여 질 도  층 께  게 , 상  압  여 상

랭킷 차  실질  없애는 것  도 다고 생각 다.   공 에 , 상  층  께는  도

 질 도  다.  도가 가 에 라, 께는 감 다. , 본 원에  는 나

   질 도  결과  격  감 시  미리  께  달 도    는 층 께

공 다. 라 , 본  실시양태는 PDMS  사  탄 체 질에    도에 만 득

가능  께  특징  는 층  시키는  공 다. 상   께  마 크  

변 는 사 , PDMS  과는 독립 다. 라 , 상  재  큰 크 에도 고, 실시양태는 IFC
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계 과 상 가능  탄 체 질   공 다.

본  안  실시양태에 , 통상  질에  (release force)  감  몰드  루[0055]

아크릴 트 또는 릴  사 다. 가 , 건식  포 지 트  여 나   

 체 거나 보   다.

본  실시양태에  공 는  도는 층간  허 차에  앞  약 었  IFC에  [0056]

처 크  감 시키는  공 다. 또 , 본 원에   침착 께 변  감 는 상  계 에  상

 층   께  감 시킨다. ,  3에  시   같  마 크   감   

랭킷 차  실질  거는 PDMS 층 께  감 시킨 IFC 계  가능 게 다. 라 , 처 도  

 능  본   에 걸쳐     시  여 가시킨다.

본 원에     생  샘   도에 는 것  아니다.  들어, 실시양태에 , 본[0057]

원에   에 라  1 상  탄 체 층  여 연료 지  다. 상  연료 지

는 그 연료 지  동 에 체가 동   는 복  탄 체 층  포 다. 본  실시양태에

 공 는 큰 재 크 는 마 크 체 채 , , 챔  등  포 는 큰  연료 지  

  게 다. 라 , 마 크 체  마 크 체 에  동 는 에  공 다. 

또다  실시양태에 ,  시  1 상   본 원에    여 다. 연료 지[0058]

도  사 게, 본 원에     시  여  IFC는 마 크 체 크  마 크

체  공  에  시 에  가능 다. 라 , 본  실시양태는 다  마 크 크

  또는 마 크 크   상에 치 는 량 병  시  갖는 IFC  공 다. 라 , 다양  치

처가 지만, 큰 재  체 가 큰 IFC    다. 가 , 본  실시양태는

량  큰 체  지지 도  계  마 크 체   갖는 공  집  도 야에  또  가

능 야 다.

본 원에  는 실시   실시양태는 단지 시   ,   다양   또는 변경[0059]

가 당업 에게 시 게 고, 본 원  사상  시야  첨 는 특허청  내에 포 게 다는 것  또

 다.

도

도 1a
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도 1b

도 2a

도 2b

도 2c

도 2d
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도 2e

도 2f

도 2g

도 2h

등록특허 10-1606603

- 15 -



도 2i

도 2j
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도 3
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도 4
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도 5
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도 6
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도 7
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